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【発行日】平成23年6月23日(2011.6.23)
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【年通号数】公開・登録公報2008-033
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年5月2日(2011.5.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学活性層（２）を有する半導体構成素子（１１、１９、３０、４０）であって、
　・当該光学活性層（２）によって生成された熱を蓄積または排出するための少なくとも
１つの冷却部材（７）と、
　・前記光学活性層（２）を冷却部材（７）と接続させ、少なくとも１つの中空空間（９
）を備えた少なくとも１つの結合部材（１０）を有しており、当該中空空間（９）は部分
的にまたは完全に流体状の冷却媒体（８）によって満たされており、
　・前記光学活性層（２）は、電磁ビームを少なくとも１つの放射方向において放射し、
ここで前記流体状冷却媒体（８）は当該放射方向において前記光学活性層（２）上に配置
されており、これによって前記電磁ビームは少なくとも部分的に前記流体状冷却媒体（８
）を通り、
　・前記結合部材（１０）は少なくとも１つの微少空洞（３１）を含み、当該微少空洞は
前記流体状冷却媒体（８）が流されるのに適している、ことを特徴とする半導体構成素子
。
【請求項２】
　前記光学活性層（２）は有利には少なくとも１つの放射方向において電磁ビームを放射
し、
　前記少なくとも１つの冷却部材（７）は当該放射方向に対して垂直の面に配置されてい
る、請求項１記載の半導体構成素子（１１、１９、３０、４０）。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの冷却部材（７）は前記光学活性層（２）を前記垂直の面において
少なくとも部分的に取り囲む、請求項２記載の半導体構成素子（１１、１９、３０、４０
）。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの結合部材（１０）は少なくとも部分的に透明に構成されており、
放射方向において前記光学活性層（２）上に配置されている、請求項２または３記載の半
導体構成素子（１１、１９、３０）。
【請求項５】
　前記半導体構成素子（１１）は、電磁ビームを相互に反対の２つの放射方向で放出する
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ように構成されている、請求項４記載の半導体構成素子（１１）。
【請求項６】
　透明な結合部材（１０）が前記光学活性層（２）の相互に対向する２つの面に、前記２
つの放射方向の各放射方向にそれぞれ１つ配置されている、請求項５記載の半導体構成素
子（１１）。
【請求項７】
　前記光学活性層（２）は基板（２０）上に配置されており、電磁ビームは有利には当該
基板（２０）の表面に対して垂直に放射される、請求項１または２記載の半導体構成素子
（１９、３０、４０）。
【請求項８】
　前記結合部材（１０）は少なくとも１つの透明薄膜（１２、１８）を含み、当該薄膜は
前記光学活性層（２）上に配置されている、請求項１または２記載の半導体構成素子（１
１、１９）。
【請求項９】
　前記冷却部材（７）は環状に構成されている、請求項１または２記載の半導体構成素子
（１１、１９、３０、４０）。
【請求項１０】
　前記冷却部材（７）は金属製および／またはセラミック製の材料を含んでいる、請求項
１または２記載の半導体構成素子（１１、１９、３０、４０）。
【請求項１１】
　前記半導体構成素子（１１、１９、３０、４０）は能動的な冷却回路を含み、流体状の
冷却媒体（８）を少なくとも１つの中空空間（９）内で気化させるのに適している、請求
項１または２記載の半導体構成素子（１１、１９、３０、４０）。
【請求項１２】
　前記光学活性層（２）および結合部材（１０）は一体的に構成されており、前記少なく
とも１つの微少空洞（３１）が光学活性層（２）内に配置されている、請求項１または２
記載の半導体構成素子（４０）。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの中空空間（９）は前記光学活性層（２）を、放射方向に垂直な面
で、実質的に環状に取り囲んでいる、請求項１または２記載の半導体構成素子（４０）。
【請求項１４】
　前記結合部材（１０）は、部分的に流体状冷却媒体（８）で充填されている熱導出管を
含む、請求項１または２記載の半導体構成素子（１１、１９、３０、４０）。
【請求項１５】
　前記流体状冷却媒体（８）は少なくとも１つの中空空間（９）を通るように圧送される
、請求項１または２記載の半導体構成素子（３０、４０）。
【請求項１６】
　多数の光学活性層（２）を有する装置（１７）であって、
　・当該多数の光学活性層（２）は、少なくとも１つの中空空間（９）を備えた少なくと
も１つの結合部材（１０）と熱的に結合されており、
　・前記光学活性層（２）によって生成された熱を蓄積または排出するための少なくとも
１つの冷却部材（７）を含み、当該冷却部材は前記少なくとも１つの結合部材（１０）と
熱的に結合されており、
　・前記少なくとも１つの中空空間（９）は部分的にまたは完全に流体状の冷却媒体（８
）によって満たされており、
　・前記光学活性層（２）は、電磁ビームを少なくとも１つの放射方向において放射し、
ここで前記流体状冷却媒体（８）は当該放射方向において前記光学活性層（２）上に配置
されており、これによって前記電磁ビームは少なくとも部分的に前記流体状冷却媒体（８
）を通り、
　・前記結合部材（１０）は少なくとも１つの微少空洞（３１）を含み、当該微少空洞は
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前記流体状冷却媒体（８）が流されるのに適している、
ことを特徴とする装置。
【請求項１７】
　前記多数の光学活性層（２）はラスタ状に配置されている、請求項１６記載の装置（１
７）。
【請求項１８】
　前記多数の冷却部材（７）は、前記多数の光学活性層（２）を少なくとも部分的にラス
タ状、またはストリップ状または環状に取り囲んでいる、請求項１６または１７記載の装
置（１７）。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの結合部材（１０）は少なくとも部分的に透明に構成されている、
請求項１６または１７記載の装置（１７）。
【請求項２０】
　半導体構成素子（１１，１９、３０、４０）を製造する方法であって、当該方法は以下
のステップを有しており：すなわち、
・少なくとも１つの光学活性層（２）を供給するステップと、
・当該少なくとも１つの光学活性層（２）を、少なくとも１つの中空空間（９）を備えた
第１の結合部材（１０）に熱的に結合させるステップと、
・少なくとも１つの冷却部材（７）を当該第１の結合部材（１０）に熱的に結合させるス
テップと、
・前記中空空間（９）を流体状の冷却媒体（８）によって部分的にまたは完全に満たすス
テップとを有しており、
　・前記光学活性層（２）は、電磁ビームを少なくとも１つの放射方向において放射し、
ここで前記流体状冷却媒体（８）は当該放射方向において前記光学活性層（２）上に配置
されており、これによって前記電磁ビームは少なくとも部分的に前記流体状冷却媒体（８
）を通り、
　・前記結合部材（１０）は少なくとも１つの微少空洞（３１）を含み、当該微少空洞は
前記流体状冷却媒体（８）が流されるのに適している、
ことを特徴とする、半導体構成素子を製造する方法。
【請求項２１】
　前記第１の結合部材（１０）は第１の層および第２の層を有しており、少なくとも１つ
の光学活性層（２）および少なくとも１つの冷却部材（７）を前記第１の層上に被着させ
、前記第１の層と第２の層の間に、流体状冷却媒体（８）のための中空空間（９）が生じ
るように前記第２の層を前記第１の層上に配置する、請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　・前記少なくとも１つの光学活性層（２）を基板（２０）上に供給するステップと、
　・前記第１の結合部材（１０）を少なくとも部分的に透明に構成するステップと、
　・前記少なくとも１つの光学素子（２）を前記第１の結合部材（１０）上に被着した後
に、前記基板（２０）を光学活性層（２）から剥がし、光学活性層（２）を通って前記第
１の結合部材（１０）の方向および反対の方向に光が放出されるようにするステップを有
する、請求項２０または２１記載の方法。
【請求項２３】
　・少なくとも部分的に透明に構成された第２の結合部材（１０）を、該第１の結合部材
（１０）と対向する、少なくとも１つの光学活性層（２）の面に被着する、付加的なステ
ップを有する、請求項２２記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００７】
　上述の課題は光学活性層を有する半導体構成素子であって、・光学活性層によって生成
された熱を蓄積または排出するための少なくとも１つの冷却部材と、・光学活性層を冷却
部材と接続させ、少なくとも１つの中空空間を備えた少なくとも１つの結合部材を有して
おり、当該中空空間は部分的にまたは完全に流体状の冷却媒体によって満たされており、
前記光学活性層は、電磁ビームを少なくとも１つの放射方向において放射し、ここで前記
流体状冷却媒体は当該放射方向において前記光学活性層上に配置されており、これによっ
て前記電磁ビームは少なくとも部分的に前記流体状冷却媒体を通り、前記結合部材は少な
くとも１つの微少空洞を含み、当該微少空洞は前記流体状冷却媒体が流されるのに適して
いる、ことを特徴とする半導体構成素子によって解決される。さらに上述の課題は、多数
の光学活性層を有する装置であって、・当該多数の光学活性層は、少なくとも１つの中空
空間を備えた少なくとも１つの結合部材と熱的に結合されており、・光学活性層によって
生成された熱を蓄積または排出するための少なくとも１つの冷却部材を含み、当該冷却部
材は前記少なくとも１つの結合部材と熱的に結合されており、・前記少なくとも１つの中
空空間は部分的にまたは完全に流体状の冷却媒体によって満たされており、前記光学活性
層は、電磁ビームを少なくとも１つの放射方向において放射し、ここで前記流体状冷却媒
体は当該放射方向において前記光学活性層上に配置されており、これによって前記電磁ビ
ームは少なくとも部分的に前記流体状冷却媒体を通り、前記結合部材は少なくとも１つの
微少空洞を含み、当該微少空洞は前記流体状冷却媒体が流されるのに適している、ことを
特徴とする装置によって解決される。さらに上述の課題は、半導体構成素子を製造する方
法であって、当該方法は以下のステップを有しており：すなわち、・少なくとも１つの光
学活性層を供給するステップと、・当該少なくとも１つの光学活性層を、少なくとも１つ
の中空空間を備えた第１の結合部材に熱的に結合させるステップと、・少なくとも１つの
冷却部材を当該第１の結合部材に熱的に結合させるステップと、・前記中空空間を流体状
の冷却媒体によって部分的にまたは完全に満たすステップとを有し、前記光学活性層は、
電磁ビームを少なくとも１つの放射方向において放射し、ここで前記流体状冷却媒体は当
該放射方向において前記光学活性層上に配置されており、これによって前記電磁ビームは
少なくとも部分的に前記流体状冷却媒体を通り、前記結合部材は少なくとも１つの微少空
洞を含み、当該微少空洞は前記流体状冷却媒体が流されるのに適している、ことを特徴と
する、半導体構成素子を製造する方法によって解決される。
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